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【手続補正書】
【提出日】平成24年8月23日(2012.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　独立して生成された音声信号によって生成されたサウンドと同時に、ユーザインターフ
ェースデバイスに触覚効果をもたらすための方法であって、
　上記音声信号をフィルタリング回路に送り、
　既定の周波数よりも下の周波数の範囲をフィルターにかけることにより、触覚ドライブ
信号を作り出すために上記音声信号を変化させ、
　上記触覚ドライブ信号を電場応答性高分子変換器に連結された電力源に提供して、上記
電力源が上記電場応答性高分子変換器を作動させ、上記音声信号によって生成された上記
サウンドと同時に上記触覚効果を起こさせること
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　上記フィルターをかけた信号を用いてサウンドエフェクトを生成するために、上記電場
応答性高分子変換器を駆動することをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、
　上記既定の周波数が、上記電場応答性高分子アクチュエータの最適な周波数を含むこと
を特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、
　上記音声信号を変化させることが、上記触覚ドライブ信号を作るために、上記音声信号
の音声波形の正の部分をフィルターにかけることを含むこと特徴とする方法。
【請求項５】
　独立して生成された音声信号によって生成されたサウンドと同時に、ユーザインターフ
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ェースデバイスに触覚効果をもたらすための方法であって、
　上記音声信号をトリガー回路に送り、
　上記音声信号の特性に基づいて触覚ドライブ信号を生成し、
　上記触覚ドライブ信号を電場応答性高分子変換器に連結された電力源に提供し、上記電
力源が上記電場応答性高分子変換器を作動させ、この電場応答性高分子変換器の触覚出力
周波数を制御することによって上記触覚効果を起こさせること
を含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　電場応答性高分子フィルムを備え、
　この電場応答性高分子フィルムは上部フレーム部材と下部フレーム部材との間に広がり
、フレームの中心部分が、上記電場応答性高分子フィルムの中央表面を露出するよう開口
しており、
　また、
　上記電場応答性高分子フィルムの上記中央表面上に位置する第１出力部材と、
　上記第１出力部材に取り付けられた慣性マスと
を備え、上記電場応答性高分子フィルムの第１電極および第２電極間に電圧差を与えるこ
とで、上記電場応答性高分子フィルムを変位させて上記慣性マスを動かす
ことを特徴とする慣性電場応答性高分子変換器。
【請求項７】
　請求項６に記載の慣性電場応答性高分子変換器において、
　第２電場応答性高分子フィルムと、第２出力部材とをさらに備え、
　上記第２電場応答性高分子フィルムは、上部第２フレーム部材と下部第２フレーム部材
との間に挟まれ、第２フレームの中心部分が、上記電場応答性高分子フィルムの第２中央
表面を露出するよう開口していて、
　上記第２出力部材は、上記電場応答性高分子フィルムの上記中央表面上に位置していて
、上記第１出力部材および上記第２出力部材との間に、上記慣性マスが配置されているこ
と
を特徴とする慣性電場応答性高分子変換器。
【請求項８】
　請求項６に記載の慣性電場応答性高分子変換器において、
　上記電場応答性高分子が、上記電場応答性高分子フィルムの面で変位するよう構成され
ていることを特徴とする慣性電場応答性高分子変換器。
【請求項９】
　請求項６に記載の慣性電場応答性高分子変換器において、
　上記電場応答性高分子が、上記電場応答性高分子フィルムの面に垂直の方向に変位する
よう構成されていることを特徴とする慣性電場応答性高分子変換器。
【請求項１０】
　請求項６に記載の慣性電場応答性高分子変換器において、
　上記電場応答性高分子がバネ付勢されていることを特徴とする慣性電場応答性高分子変
換器。
【請求項１１】
　請求項６に記載の慣性電場応答性高分子変換器において、
　上記慣性電場応答性高分子変換器が、少なくとも１つのハウジングアセンブリをさらに
備えることを特徴とする慣性電場応答性高分子変換器。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の慣性電場応答性高分子変換器において、
　上記ハウジングアセンブリが、上記慣性電場応答性高分子変換器を電気的に絶縁するよ
う構成されていることを特徴とする慣性電場応答性高分子変換器。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の慣性電場応答性高分子変換器において、
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　上記ハウジングアセンブリが、少なくとも１つの機械的止め具をさらに備えて、過度の
動作からもたらされるアクチュエータカートリッジへの損傷を防ぐために上記慣性マスの
動作を制限することを特徴とする慣性電場応答性高分子変換器。
【請求項１４】
　請求項６に記載の慣性電場応答性高分子変換器において、
　上記慣性マスが、ハウジング内の止め具を嵌め込むための形状面を備えて、上記慣性マ
スの動作を上記形状面と上記止め具との間の距離に制限し、過度の動作からもたらされる
アクチュエータカートリッジへの損傷を防ぐことを特徴とする慣性電場応答性高分子変換
器。
【請求項１５】
　請求項６に記載の慣性電場応答性高分子変換器において、
　上記ハウジングアセンブリが、ユーザインターフェースデバイスのハウジングの一部で
あることを特徴とする慣性電場応答性高分子変換器。
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